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我々はこれまで、マイクロ SQUID 上に直接微小超伝導試料を配置することで、カイラル超伝導

体等の磁化特性や渦状態の研究を行っている。この研究では集束イオンビーム装置を用いて超伝

導試料をマイクロメーターサイズまで微小化し、一つの微小試料全体の磁化を測定している。こ

れまで SQUID はアルミのトンネル接合や Nbの弱接合を持つ dc-SQUID を作製し計測に用いてき

た。このため dc-SQUID の形や大きさは試料形状に最適なものとなるように試料に合わせて作製

してきたが、試料の形状を変えるたびに SQUID の作製のためのリソグラフィーを新たに行う必要

があり、効率とフレキシビリティーの面で改善を図る必要があった。そこで我々は新たに集束イ

オンビームアシスト蒸着法によるタングステン超伝導薄膜を用いた SQUIDを開発した。集束イオ

ンビームアシスト蒸着法によるタングステン薄膜は純粋なタングステンではなく、カーボンとイ

オンビームのガリウムが混合したアモルファス薄膜になっており、しかも純粋なタングステンの

超伝導転移温度が 15mK なのに対し、集束イオンビームアシスト蒸着法によるタングステン薄膜

は超伝導転移温度が 5K以上に大幅に上昇することが知られている 1。我々はこのタングステン薄

膜で幅 100nm程度の超伝導ナノワイヤを作製し、その膜厚を変えることで超伝導臨界電流の制御

を行うための超伝導弱接合として用い、この接合により dc-SQUID 構造を実現した。作製した

dc-SQUID はヘリウム 3 冷凍機を用い 0.3K までの電流電圧特性を測定した。これまでのところ超

伝導臨界電流が観測され、臨界電流は磁場によって磁束量子に対応した周期での変調が観測され

た。本発表ではこの SQUID の特性について議論を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] E. S.Sadki, S.Ooi, and K. Hirata APL 85, 6206-6208, (2004). 
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FIB によるタングステン超伝導薄膜によって作製した SQUID

ループ(55μm×5μm)の SEM 画像と臨界電流の磁場変化 
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